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DIJITAL ELEKTRONIK LAB. DENEYLERIYLE iLGILI GENEL BILGILER ve UYARILAR
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Deneylerde kullanilacak malzemeler daha 6nceden 6grenciye duyurulur.

Hangi ogrencinin hangi grupla, nerede, hangi deneyi ne zaman yapacag! ogrenciye
onceden duyurulur.

Eger varsa “Deneyden Once Yapilacaklar “ bélimiinde istenenler deneyden dnce
mutlaka yapilmalidir.

Deney foyunin tamami deneyden 6nce mutlaka anlayarak okunmali, gerekirse ders
notlarindan da yararlaniimalidir.

Deney foyundeki sorular deneyden dnce mutlaka cevaplandiriimaya ¢alisiimahdir.
Deney sirasinda gruplar arasinda bilgi veya malzeme alis verigi yasaktir.
Deney sirasinda grup elemanlarinin kendi aralarinda “ALCAK SESLE”
verimli laboratuar ¢caligmasi yapilabilmesi agisindan zorunludur.
Deneyde yapilacaklardan herhangi biri bittiginde gorevliye gosterilip onay alinmalidir.
Deneylerle ilgili sorular deney sirasinda tartisilacak ve bir degerlendirme notu
verilecektir.

Deney sirasinda verilecek degerlendirme notlarinin ortalamasi yiligi notu olacaktir.
Yonetmelik geregince ogrenci deneylere %80 oraninda devam etmek
mecburiyetindedir. Devam her deneyde yoklama yapilarak saptanacaktir.

Ogrencinin gelmedigi deneyden alacagi not sifirdir.

Ogrencinin yalnizca bir deneyi telafi etme hakki vardir.

konusmalari

DiJITAL ELEKTRONIK DENEYLERI iCiN GEREKLI MALZEMELER
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DENEYLERDE DIKKAT EDILMESi GEREKEN KONULAR

Deneye iliskin devrelerin hatasiz galismasina katkida bulunmak i¢in dikkat edilmesi

gereken konular agagida siralanmistir. Bu konulara dikkat edilmesinin bedeli hatayi

saptayip duzeltmek i¢in harcanan suredir.

Deney tablalarinin alt ve Ustlerindeki yatay baglantilari besleme ve toprak igin
kullanirsaniz, devreyi kontrol etmeniz kolaylagir.
Baglanti tellerinin uglarindaki plastigi ¢ok fazla siyirmamali. Aksi taktirde yan yana
gelen tellerin uglari kisa devre olabilir.
Baglanti tellerini yuvalarina sokarken siki gegmeyi saglamaniz yeter. Fazla bastiriimasi
telin ucunun katlanmasina, sonraki kullanimlarda ise kirilmasina neden olur.
Baglanti tellerini keskin bukmeyiniz, icten kirillip devrenin normal galismasina engel
olabilir.
Baglant tellerinin uclarinin bukuk degil, dosdogru olmasina dikkat ediniz. Yuvalara
sokma g¢ikarma iglemi kolaylagir ve deney setinin mru uzar.
Butun yukaridakileri yapmaniza ragmen beklenen sonugclar gdzlenemiyorsa, kontrolu
asagidaki sirada yapmalisiniz.

. Yanhg baglanti

. Kopuk tel

. Elemanlarin bozuk olmasi

. Deney seti cihazlarinin hatali olmasi

. Olgu aletinin hatali olmasi (sigortasi atik veya pili bitmig)

. Osiloskop cihazinin hatali olmasi

ilk iki sorun size bagli olup dncelikle kontrol edilmelidir.
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1N4148 1 1N4148 4 1N4148 1 27C128 1 CD4001 1
74LS04 1 BC140-6 3 | BC140-6 5 |T74LS174 1 74LS123 1
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DENEY 1: LOJiK KAPILARIN LOJiK GERILIM SEVIYELERI.

Genel Bilgiler:

Bir giris ve bir cikisli en basit lojik kapi olan DEGIL (NOT) kapisi ¢ikisinda girisinin
timleyenini verir. Sekil 1-1 (a)’da DEGIL kapisinin lojik sembolii ve (b)'de ise dogruluk
tablosu gorulmektedir.

Vairis | VCiki
\/Giris {>c VCikis 0 1
1 0
(a) lojik sembolu (b) dogruluk Tablosu

Sekil 1-1 DEGIL lojik kapisi

Sekil 1-2 a’ da gorildigl gibi teorik olarak DEGIL kapisinin girisine lojik 0(1)’ a
karg! dusen gerilim uygulandiginda, ¢ikisinda lojik 1(0)’ e kargi disen bir gerilim gozlenir.
Fakat pratikte kapi yapiminda kullanilan teknolojiye baglh olarak giriste ve cikista
gorilecek gerilim seviyeleri degisir. Ornek olarak TTL (Transistor Transistor Logic)
teknolojisi ile yapilmis bir DEGIL kapisi icin gerilim seviyeleri Sekil 1-2 b’de gdsterilmistir.

Vi Ve
VBes=5V A VBe5=5V A
cikis Lojik “1 :L_gl_l_<7_$__|:_0_j_i_|§_‘i"_ __________________________________________
VOH=3-4V
- giiis |be\jrsiz |  giris
girnis giris Lok |ha1Ne Lojik“1”
Lojik“0” Lojik“1” “
VOL=0-2V
cikis Lojik“0” > Vs igikis Lojik'0” 4 4 5 Vaiis
0 VBes=5V 0 V=08 V32V Vgds=5V
(a) Ideal lojik gerilim seviyeleri (b) Pratikteki lojik gerilim seviyeleri

Sekil 1-2 DEGIL kapisinin lojik gerilim seviyeleri

Buna gore kritik gerilim seviyeleri;

Viy : Girigin lojik “1” algilanabilmesi i¢in uygulanmasi gereken en kiguk gerilim seviyesi,
ViL : Girigin lojik “0” algilanabilmesi igin uygulanmasi gereken en buyuk gerilim seviyesi,
Voy : Cikisin lojik “1” olarak degerlendirilebilmesi icin gbézlenmesi gereken en kuguk
gerilim,

VoL : Cikisin lojik “0” olarak deg@erlendirilebilmesi icin gdézlenmesi gereken en buyuk
gerilim seviyesidir.

(Vin -ViL), (Vow-VoL) gerilim araliklar sirasiyla girigler ve cikiglar icin belirsiz olan
araliklardir. .

Sekil 1-2 a’ da goéruldugu gibi ideal halde girisin lojik O ve lojik 1 degerine belli bir gerilim
araligi kargi gelmesine ragmen, cikigsin lojik O ve lojik1 degerini sabit gerilim degerleri
olusturmaktadir.
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CMOS teknolojisiyle Uretilmis bir DEGIL kapisinda da giris ile c¢ikis arasinda, TTL
teknolojisiyle tretiimis DEGIL kapisina benzer bir iliski vardir. Ancak en énemli farklilik
CMOS teknolojisiyle uretilmis tumlesik devrenin besleme geriliminin 3-18V arasinda
degisebilmesidir. Bu deneyde CMOS tumlesik devreler igin besleme gerilimi 5V
alinacaktir.

Deney Oncesi Yapilacaklar :

TTL DEGIL (NOT kapisi, 74LS04) ve CMOS DEGIL (NOT kapisi, 4049) tiimlesik
devreleri i¢in katalogda verilen parametrelerin tanimlarini ve bu parametrelere iligkin
tablolardaki sinir degerleri inceleyiniz.

Deneyde Yapilacak islemler :

VCC _\_
Y GND X

N U1
DEGIL KAPISI ° o

D1 R1
1N4148 220Q

+—N ¢ -
9v @ R2

50Hz 330Q

Sekil 1-3 Lojik gerilim seviyelerini belirlemek igin kurulacak devre.

Yukarida aciklanan parametreleri 7404 DEGIL timlesik devresi igin gdzlemek amaciyla
Sekil 1-3’ deki devreyi deney dlizeneginiz Gzerinde kurunuz.

DEGIL tiimlesik devresinin 5V besleme ve toprak baglantilarini yapiniz.

74LS04 lojik timlesik devresine negatif gerilim uygulanmasini 6énlemek igin osilatdrden
veya transformatdrden gelen tepe degeri 9V olan sinus isareti bir diyottan gegirilir. yalniz
pozitif yarim alternansi elde edilir.

R1 ve R2 direngleri DEGIL kapisinin girisinde 0-5V gerilim degisimini elde etmek igin
gerilim boélucu olarak kullanilirlar.

Netice olarak Sekil 1-3’ de kesikli ¢izgilerle belirtilen devre, Sekil 1-2 b ’de verilen grafigin
yatay eksenindeki, 0 ile+5V DC degerleri arasinda degisen gerilim degerlerini, DEGIL
kapisinin girigsine uygulanmasini saglar.

DEGIL elemaninin giris gerilimi ayni zamanda osiloskop ekraninda gériilmesi igin
osiloskopun X girisine uygulanir. (Osiloskop baglantilari BNC ile yapiniz)

DEGIL elemaninin girisine uygulanan gerilim ile degisen cikis isareti ise, osiloskopun Y
girisine uygulanir. (Osiloskop baglantilari BNC ile yapiniz)

Boylece osiloskop X-Y modunda calistirildiginda ekranda DEGIL kapisinin girisi ile gikisi
arasinda Sekil 1-2 b’ ye benzer bir karakteristik gozlenir.

Osiloskop ekranindaki egri Uzerinden lojik gerilim seviyelerini ayri ayri belirleyiniz.(V_ ,Vi4
VoL ,Von)

Osiloskopun gerilim seviyesine iliskin “variable” digmesini kapatiniz. Aksi takdirde yanlis
gerilimler Olgersiniz.

Sekil 1-3 ’deki devreyi 4049 CMOS DEGIL timlesik devresi icin kurup 2.adimi
tekrarlayiniz.(DEGIL: Besleme gerilimi 5V alinacaktir.)

-4 -
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4- TTL AND ve CMOS XOR lojik kapilarinin girislerine, kritik gerilim seviyelerine uygun
degerler ( Lojik O girigi igin V< V,_ lojik 1 girisi icin V> yiy) uygulayarak ¢ikislarini gézleyiniz
ve dogruluk tablolarini elde ediniz.

Sorular

1- Deneyde kullanilan TTL ve CMOS teknolojisi ile uretilen lojik timlesik devrelerde besleme
gerilimi sinirlari nelerdir? (Katalog bilgisine basvurunuz)

2- TTL teknolojisiyle Uretilmis DEGIL kapisinin gecikme siiresi degerini katalogdan bulunuz.
Bu kapinin bulundugu bir devrenin hizinin en fazla ne olabilecegini belirtiniz. Bu hiz
pratikte ¢calisma frekansi olarak adlandirilir. (ip ucu: Gecikme siiresi kadar olan zaman
araliginda girisin degismemesi gerekir ki kapi o giris degerine iliskin ¢ikisi verebilsin. Aksi
takdirde uygulanan girise iligkin ¢ikis daha cikisa aksetmeden yeni girise gore cikis
belirlenmeye baslar.)

3- CMOS DEGIL tiimlesik devresi (4049) icin kapi gecikmesi degerlerini farkli besleme
degerleri icin saptayiniz. Buna gore bodyle bir elemanin bulundugu devrenin calisma
frekansi besleme gerilimine bagli olarak en fazla ne olabilir ?

4-2. ve 3. sorularin cevaplari 1siginda TTL ve CMOS teknolojilerini ¢alisma frekansi
acisindan kargilasgtiriniz.

5- Ayni devrede farkh teknolojiyle Uretilmis lojik kapilarin kullanilmasi ¢alisma frekansini nasil
etkiler? Aciklayiniz.

6- 7404 tumlesik devresi igin elde ettiginiz degerleri ekte verilen katalog bilgilerinden
yararlanip, TTL teknolojisiyle  Uretilmis farkh Urlnlerle karsilastiriniz.(7404, 74S04
(S:Schottky,LS:Low Power Schottky) gibi...)

7- 4049 CMOS tumlesik devresi icin benzer islemi tekrarlayiniz.

8- TTL iki girigli AND ,OR ve EXOR kaplilarinin gecikme surelerini karsilastiriniz.

9- CMOS iki girisli AND ,OR ve EXOR kapilarinin gecikme surelerini kargilastiriniz.

Malzeme listesi:

1 adet 1N4148 diyot

1 adet 74LS04 TTL DEGIL sayisal kapi tiimlesik devresi
1 adet 4049 CMOS DEGIL sayisal kapi tiimlesik devresi
1 adet 22002 direng

1 adet 330Q2 direng
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DENEY 2: DIRENG TRANSITOR LOJIK (RTL), DiYOT TRANSITOR LOJIK (DTL)
KAPILAR

Genel Bilgiler:

Tumlesik devrelerin kullanimi yayginlasmadan énce kullanilan RTL VEYA DEGIL
(NOR) ve DTL VE DEGIL (NAND) lojik kapilarinin i¢ yapilari, Sekil 2-1 a ve b’de verilmistir.
Sayisal kapi devreleri, ilk uygulamalarda ayrik elemanlar kullanilarak gerceklestirilmistir.
Bununla birlikte tumlesik devre Uretim teknolojisi kullaniimaya baslandiginda DTL sayisal
kapilari tUmlesik olarak gergeklestirilerek kullaniimistir. Bugin ¢ok degisik iglev ve yapisal
dzelliklerde sayisal kapi tiimlesik devreleri bulunmaktadir. ileri teknoloji Griini olan bu
yapilarin i¢cinde kullanilan elektronik eleman ve devreler hakkinda verilen bilgileri anlamak
ve kullanmak igin burada anlatilan sayisal kapi devrelerinin islev ve yapisal ozelliklerini
anlamak 6nemlidir.

a) vee ; b) o VCC
640 IRC 1 6k Zk%RC
—ov oy
A
A RB T T2 RB B D3 D4 T1
450 450

Sekil 2-1 a)RTL NOR b)DTL NAND lojik kapilari

Deney Oncesi Yapilacaklar :

Verilen transistor ve diyot parametrelerini (VCEsat=0.2V, VBEsat=0.8V, VBEon=0.7V,
Vy=0.6V, VDon=0.7V, Br=40, Br=1) kullanarak S$ekil 2-1° de gorilen sayisal kapi
devrelerinin teorik olarak analizini yaparak giris ve cikis lojik gerilim seviyelerini
hesaplayiniz.

Deneyde Yapilacak islemler :

Vi
lo
{>¢ Vo ]+
Vs

=
O-VCC/T/ Lojik Kapi
=

Sekil 2-2
1. Lojik gerilim seviyelerini belirlemek icin Sekil 2-2" deki devreyi,
a) RTL NOR
b) DTL NAND

kapisl icin deney duzeneginiz Uzerinde kurunuz.

2. Sayisal kapi devresinin VCC besleme ug¢ baglantilarini
a) RTL kapisi i¢cin VCC=+3.6V ve GND= 0V
b) DTL kapisi igcin VCC=+9V ve GND= 0V

olarak yapiniz.

3. Tablo 2-1’deki ilk dort satiri,
a) RTL NOR
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b) DTL NAND
sayisal kapisi i¢in devre Uzerinden dlgerek doldurunuz.

Tablo 2-1a
Vi Vo VBI1 I

ov
1V
2V
3V
Vi
ViH

Tablo 2-1b
Vi Vo VP VBI1 I

ov
2V
4V
8Vv
Vi
ViH

4. Tablodaki degerlerden yararlanarak giris ve cikis lojik gerilim seviyelerini ve gurultu
sinirlarini ayri ayri belirleyiniz. (Vi_,Vit ,VoL,Von)

5. Tablo 2-1’deki ilk dort satirdaki degerlere bakarak kirilma noktalarinin hangi aralikta
oldugunu belirleyiniz. Bu bdlge iginde daha kuguk adimlarla hassas olgum yaparak
giris ve ¢ikis lojik gerilim seviyelerini yeniden ayri ayri belirleyiniz (V. ,Vin ,VoL ,Von ).
Buldugunuz degerler icin tablonun son iki satirini doldurunuz.

6. Guraltd sinirlarin (NMy, NM,) yeni degerler ile hesaplayiniz.

7. Buldugunuz deg@erlerden yararlanarak duguk seviye ¢ikis yelpazesini hesaplayiniz.

Sorular

1- Deneyde buldugunuz transistor parametreleri ile hesaplamalarda kullanilan degerleri
karsilastirarak yorumlayiniz?

2- Birinci deneyde TTL tumlesik devreler i¢in buldugunuz lojik gerilim seviyelerini bu deneyde
buldugunuz degerler ile karsilastirarak yorumlayiniz?

3- Bu deneyde kullandiginiz kapi devresinin ¢ikisindan alinabilecek akimlari (Isink, Isource)
belirleyiniz ve yorumlayiniz?

4- Kapi girigsine bir diren¢ baglanarak, girigsin dusUk veya yuksek seviyeye cekilmesi igin
kullanilacak direncin deg@erini hesaplayiniz?

5- Girigin lojik gerilim seviyelerinin besleme gerilimi degisimine bagimlihigini yorumlayiniz?

6- Kap! ¢ikisina bir direng baglandiginda, ¢ikisin dasuk veya ylksek seviyede bir yuk direnci
ile yiklenmesi durumu icin direncin degerini hesaplayiniz?

7- Cikisin lojik gerilim seviyelerinin besleme gerilimi degisimine bagimlihdini yorumlayiniz?

-7-
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Malzeme listesi:

4 adet 1N4148 diyot

3 adet NPN transistor (BC140-6 veya BC141-6 dusuUk betali transistor)
1 adet 450Q2 direncg (4 tane 1.8kQ2 direnci paralel bagla)

1 adet 640Q2 direng (270+270+100)

1 adet 2kQ2 direng (1k+1Kk)

1 adet 5kQ2 direng (2 tane 10k direnci paralel bagla)

1 adet 1kQ2 direng

1 adet 1.6kQ direng (1.5k+100)
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DENEY 3: TOTEMPOLE GIKISLI TRANSISTOR TRANSISTOR LOJIK (TTL) KAPILAR

Genel Bilgiler:

TTL sayisal kapi tumlesik devreleri en ¢ok kullanilan sayisal kapi ailelerinden
birisidir. Bugun ileri teknoloji kullanilarak, giris ve c¢ikis lojik gerilim seviyeleri TTL ile
uyumlu olan, ayni iglevi yerine getiren fakat degisik elektronik devre elemanlari ve
modelleri kullanilarak Gretilmis sayisal kapi timlesik devreleri vardir. TTL ailesinde, i¢ yapi
biciminin degisikligine dayanan bir ¢ok grup (L, LS, S vb.) vardir. Bu gruplarda kullanilan
cikis bicimi totempole olan standart TTL VE DEGIL (NAND) sayisal kapisinin i¢c yapisi
Sekil 3-1 ’de verilmistir.

R1
4k

T1

Sekil 3-1 TTL NAND lojik kapisi

Deney Oncesi Yapilacaklar :

Verilen transistor ve diyot parametrelerini (VCEsat=0.2V, VBEsat=0.8V, VBEon=0.7V,
Vy=0.6V, VDon=0.7V, Br=40, PBr=1) kullanarak Sekil 3-1' de goérllen sayisal kapi
devresinin teorik olarak  analizini yaparak giris ve cikig lojik gerilim seviyelerini
hesaplayiniz.

Deneyde Yapilacak islemler :

Sekil 3-2
1. Lojik gerilim seviyelerini belirlemek icin Sekil 3-2’ deki devreyi TTL NAND kapisi igin
deney dlzeneginiz Uzerinde kurunuz.
2. Devrenin VCC beslemesinin ug baglantilarint TTL NAND kapisi igin
VCC=+5V ve GND= 0V olarak yapiniz.
3. Tablo 3-1’deki ilk dort satiri, TTL NAND sayisal kapisi icin devre Uzerinden dlgerek
doldurunuz.
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Tablo 3-1
A\ Vo VBI1 VB2 VB3 VB4 I

ov
1V
2V
3V
Vi
ViH

4. Tablodaki degerlerden yararlanarak giris ve ¢ikis lojik gerilim seviyelerini ve gurultu
sinirlarini ayri ayri belirleyiniz. (Vi ,Vit ,VoL,Von)

5. Tablo 3-1'deki ilk dort satirdaki degerlere bakarak kirilma noktalarinin hangi aralikta
oldugunu belirleyiniz. Bu bdlge i¢cinde daha kuguk adimlarla hassas olgum yaparak girig
ve cikis lojik gerilim seviyelerini yeniden ayri ayri belirleyiniz (V. ,Vin ,VoL ,Von ).
Buldugunuz degerler icin tablonun son iki satirini doldurunuz.

6. Guarulta sinirlarini (NMy, NM,) yeni degerler ile hesaplayiniz.

7. Buldugunuz degerlerden yararlanarak dusuk seviye ¢ikis yelpazesini hesaplayiniz.

Sorular

1- Deneyde buldugunuz transistor parametreleri ile hesaplamalarda kullanilan degerleri
karsilastirarak yorumlayiniz?

2- Birinci deneyde TTL tumlesik devreler i¢in buldugunuz lojik gerilim seviyelerini bu deneyde
buldugunuz degerler ile karsilastirarak yorumlayiniz?

3- Bu deneyde kullandiginiz kapi devresinin ¢ikisindan alinabilecek akimlari (Isink, Isource)
belirleyiniz ve yorumlayiniz?

4- Kapi girigsine bir diren¢ baglanarak, girigsin dusUk veya yuksek seviyeye cekilmesi igin
kullanilacak direncin deg@erini hesaplayiniz?

5- Girigin lojik gerilim seviyelerinin besleme gerilimi degisimine bagimlihigini yorumlayiniz?

6- Kap! ¢ikisina bir direng baglandiginda, ¢ikisin disuk veya ylksek seviyede bir yuk direnci
ile yiklenmesi durumu icin direncin degerini hesaplayiniz?

7- Cikisin lojik gerilim seviyelerinin besleme gerilimi degisimine bagimlihdini yorumlayiniz?

Malzeme listesi:

1 adet 1N4148 diyot

5 adet NPN transistor (BC140-6 veya BC141-6 dusuk betali transistor)
1 adet 4kQ direng (3.9k+100)

1 adet 1kQ2 direng

1 adet 1.6kQ direng (1.5k+100)

1 adet 130Q2 direng (120+10)
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DENEY 4: BELLEK KULLANARAK ARDISIL DEVRE TASARIMI

Genel Bilgiler:

Dijital elektronik devre elemanlarindan FF (Flip-Flop) ve ROM (EPROM : Ultraviole
ile silinip, tekrar yazilabilen yalniz okunur bellek) elemanlarini kullanarak ardisil lojik devre
tasarimi ve gerceklemesi yapilacaktir.

Bu deneyde BCD (Binary Coded Decimal) kodundan 3-fazla koduna donusturucu
tasarimi ve gerceklemesi yapilacaktir. Kod donusturicunun giris ve c¢ikig bigimi, dusuk
agirhikh biti dnce gelen, seri veri bigiminde olacaktir. Devre her seri veri girisi yapiimadan
once resetlenecektir. X seri veri girisi uygulandiktan sonra Z ¢ikisinin durumuna bakilacak

ve saat girisine darbe uygulandiginda seri veri ¢ikigi elde edilecektir. Once tg aninda X
girisinin en duguk agirlikli biti uygulanacak, sonra sirasiyla t1 , t2 ve t3 anida diger girig
bitleri uygulanacaktir. Bu arada her X girisi uygulandiktan sonra Z c¢ikisina bakilacak ve

saat darbesi uygulanarak bir sonraki seri veri girilecektir. Kod donusturicunun giris ve
cikis verilerini gosteren dogruluk tablosu Tablo 4-1'de verilmistir.

Tablo 4-1
X Z
Girig Cikis
BCD) || (3-fazla)
t3totito || tatat1to
000O0)JO0OO0T1I1
0001)JJO0100
00100101
00110110
01000111
01011000
0110|1001
0111|1010
10001011
10011100
vee
? st VCC—ZB— vcecGND —14
PGM
_Oﬁ;)_ F@CE R )'Z)'
2 A13 07| 49 W L
o 52 4 AiT o —1—cU2— 7415174 ars
CEREEEE] i = e SOy sl
=Eaa S 18 N Q2=
o S3 L —5—3D Q= R <t
_O/O—Lﬁg Tz gp o W\,LED =
¢ X] g ﬁ% 14 18D Q3 -
1 101 A0 48— yccoNp —B— R, <t
3 Ul 27C128 LD =
Sekil 4-1

Sekil 4-1°de ROM ve D FF kullanilarak gerceklenmis seri giris/cikisli BCD ’den 3-fazlaya
kod donuUstartcinin lojik devre semasi verilmistir. Bu semada R,C,X giris verileri sirasiyla
RESET, SAAT ve X girisidir. Q cikiglari FF ve Z cikigl seri veri ¢ikisidir. Tablo 4-2 'de
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dogruluk tablosu ve Tablo 4-3 ’de ise devredeki D flip-floplar igin durum gecis tablosu
gorulmektedir.

Tablo 4-2
Gelecek GIRIS | Simdiki CIKIS
X Simdiki durum Qf QF of 7
» 1 <2 %<3
Zaman Girig Sirasl Q, Q, Qs X=0 X=1 X=0 X=1
to Reset 0 0O 010 011 1 0
t1 0,1 010 101 100 1 0
01 1 100 100 0 1
t 00,01,10,11 10 1 111 111 0 1
100 111 110 1 0
t3 000, ..., 111 171 1 000 000 o 1
1710 000 --- 1 -
Tablo 4-3
X Q1 Q,Q3| 2 Dy D, Dy
0000 1001
0001 1011
0010 0100
0011 0101
0100 1101
0101 0000O0
0110 17000
0111 X X X X
17000 0010
1001 0100
17010 17100
17011 17101
17100 0110
17101 1000
17110 X X X X
17111 X X X X

Deney Oncesi Yapilacaklar :

1- Tablo 4-2 ve Tablo 4-3 ‘den yararlanarak Sekil 4-1’deki devrede kullanilan ROM elemanin
adres/veri tablosunu ¢ikariniz.

2- Devrenin analizini, bir elektronik devre analiz yaziliminin yardimiyla 3 degisik seri girig
verisi icin yaparak kod donusturdcunun fonksiyonunu yerine getirdigini belirleyiniz.

Deneyde Yapilacak islemler :

1- EPROM tumlesik devresinin icine deney dncesinde buldugunuz verileri bulunmasi gereken
adreslere EPROM programlayici cihazini kullanarak yaziniz.

2- Girigleri uygulamak ve cikiglari gozlemek amaciyla  Sekil 4-1'deki devreyi deney
duzeneginiz Uzerinde kurunuz.
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3- Bu devreyi kontrol ederken Tablo 4-2 ’den yararlanabilirsiniz. Bunun i¢in édnce (R) anahtari

ile devreyi resetleyiniz ve D FF ¢ikis uglarini tablodaki birinci satira karsilik disen “000”
adresine set ediniz.

4- Tablodan segtiginiz duruma ait X girisini (X) anahtari ile “0” olarak uyguladiktan sonra (C)

anahtari ile saat igaretini uygulayiniz.

5- FF cikiglari ve Z gikisini gozleyerek tablodaki olmasi gereken ile karsilastiriniz.
6- Ayni sekilde, deney dncesi yapilacaklar kisminda segtiginiz 3 degdisik durum igin yukaridaki

islemleri tekrarlayarak sonuglari gosteriniz.

Sorular

1-ROM ve D FF ile yalniz kapi ve JK-FF kullanarak gerceklestirmenin avantaj ve

dezavantajlar nelerdir?

2-ROM ve D FF ile yalniz kap! ve JK-FF kullanarak gerceklemeyi maliyet, calisma hizi,

tasarim guclugu uzerine karsilagtirarak sonuglari yorumlayiniz.

Malzeme listesi:
1 adet 74LS174
1 adet 27C128 EPROM (Bolum tarafindan saglanacaktir.)

DIP
NM27C128

N/
Vee ! 28 Vpr
aiC]z 27 P
ary s 26 dn1z
[¥m [} 250 a8
= § 2440
L 223411
I m O 22CE
(% k| m PR
(N m E 2o ACE
s to 18307
[Tl N 18 [Jos
oIz 17305
ozC413 16 CJ04
GHDL] 14 15303
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DENEY 5: ZAMANLAMA DEVRELERI

Genel Bilgiler:

Sayisal elektronik sistemlerde kullanilan lojik isaretlerin, bazi durumlarda zaman
ekseninde sekillendiriimesi gerekebilir. Bu iglem icin kullanilan devrelere zamanlama
devresi adi verilir. Bunlar asagida verilen Gg gruptan biri bigiminde olabilir:

1- iki kararli (Bistable, FF) ikili devreler.
2- Tek kararli (Monostable, MMV) ikili devreler.
3- Kararsiz (Astable, AMV) ikili devreler.

Iki kararli ikili devreler, daha 6nce lojik devreler dersinde anlatilan FF olarak
adlandirilan devrelerdir.

Tek kararh ikili devreler ise girigsine darbe uygulanmasiyla kararli konumundan
ayrilarak slresi ve bicimi tasarlanan devre tarafindan belirlenmis bir darbe cikisi veren ve
tekrar kararli konumuna geri doénen devrelerdir. Bu devreler tek atigsh (one-shot) devre
olarak da adlandirilir.

Kararsiz ikili devreler ise adindan anlagilacagi Uzere, herhangi bir giris darbesi
uygulanmadan iki konum arasinda surekli konum degistiren, periyodu ve big¢imi tasarlanan
devre tarafindan belirlenmis darbe dizisi Ureten devrelerdir. Bu devreler kare dalga Ureteci
olarak da adlandirilir.

Tek kararli ve kararsiz ikili devrelerde, c¢ikigin slresi ve bi¢imi devre iginde
kullanilan RC elemanlari ile hesaplanarak belirlenir. En ¢ok kullanilan temel devreler Sekil
5-1‘de verilmigtir.

Deney Oncesi Yapilacaklar :

1- Tek kararli ve kararsiz ikili devrelerin uygulama alanlarini arastiriniz.

2- Algak gegiren filtre yapisindaki RC devrenin davranislarini girisine darbe uygulanmasi
durumunda ¢ikis ifadesini bularak inceleyiniz.

3- YiUksek gegiren filtre yapisindaki RC devrenin davranislarini girisine darbe uygulanmasi
durumunda ¢ikis ifadesini bularak inceleyiniz.

. R . c
Vi VO Vi VO

J_Vm C I J_V:;_I R

0 | 0 %

Sekil 5-1 ;) alcak geciren, b) yl'.]I:sek gegiren, RC devreleri

4- Sekil 5-2'de verilen tek kararl ikili devrenin, calisma prensibini disltnerek digim
noktalarindaki dalga sekillerini zaman ekseninde alt alta ¢iziniz. Bu devrenin ¢ikigindaki
darbenin slresini veren ifadeyi bulunuz.

5- Sekil 5-3'de verilen devrede kullanilan timlesik tek kararl ikili devrenin, galisma
tablosunu katalogdan bakarak bulunuz. Bu devrenin galismasini VA, VB ve VC dalga
sekillerini belirleyerek aciklayiniz. Tumlesik MMV devresi tekrar tetiklenebilen tur olarak
adlandirilmasinin nedenini arastiriniz.

6- 74LS14 tumlegik devresinin karakteristik 6zelliklerini katalogdan bakarak bulunuz.

7- Sekil 5-4'de verilen kararsiz ikili devrenin, c¢alisma prensibini duslinerek dugum
noktalarindaki dalga sekillerini zaman ekseninde alt alta ¢iziniz. Bu devrenin ¢ikisindaki
darbenin suresini veren ifadeyi bulunuz.
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Deneyde Yapilacak islemler :

CD4001
VGCC 1 5
3 4
U1 R U1 2 6
Vi NOR ¢ NOT Vo
—oO 8 1 12 1
VA VB 9 13

Sekil 5-2 CMOS NOR kapilariyla olusturulmus tek kararli ikili devre
R=10kQ, C=1nF

1- Girigleri uygulamak ve c¢ikislari goézlemek amaciyla  Sekil 5-2'deki devreyi deney
dizeneginiz Uzerinde kurunuz. Vi, VA, VB ve Vo dugum gerilimlerinin dalga sekillerini
Olcerek zaman ekseninde alt alta giziniz. Deney oncesi hazirliklarda elde ettiginiz sonuglari
Ol¢tigunuz dalga sekilleri ile karsilastiriniz.

vCC

vCe
R1 R2
c1 U1A c2 u1B
Rex%/Cext Rex%/Cext
g p—4m e g b2
B a B Q —% vc
VB 9

VA

A A
= DM74LS123 DM74LS123

Sekil 5-3 iki tane tek kararl ikili kullanarak darbe gecikmesi ve siiresini ayarlayan devre.
R1=R2=22kQ2, C1=10nF, C2=33nF.

2- Girigleri uygulamak ve cikiglari gézlemek amaciyla  Sekil 5-3’deki devreyi deney
dizeneginiz uzerinde kurunuz. VA, VB ve VC dugum gerilimlerinin dalga sekillerini
Olcerek zaman ekseninde alt alta giziniz. Deney oncesi hazirliklarda elde ettiginiz sonuglari
Ol¢tigunuz dalga sekilleri ile karsilastiriniz.

3- Ayni devrenin girigsine uyguladiginiz darbenin genigligini ¢ikis darbesinin genigliginden
kiguk fakat daha ylksek frekansta uygulayiniz. Cikisi giris ile birlikte gézlemleyerek
yorumlayiniz.

R
MV
U1A

VA | 1 2 —O \/o

CT 74514
74C14

Sekil 5-4. Kararsiz ikili devre.
74LS14igin  R=470Q, C=10nF
74C14igin  R=100kQ, C=10uF

4- Girigleri uygulamak ve cikiglari gozlemek amaciyla Sekil 5-4 ’deki devreyi LS TTL ve
CMOS tumlesik devreler igin deney duzeneginiz Uzerinde ayri ayri kurunuz. VA ve Vo
dugum gerilimlerinin dalga sekillerini dlgerek zaman ekseninde alt alta giziniz. Deney
oncesi hazirliklarda elde ettiginiz sonuglari dlgtigunuz dalga sekilleri ile kargilastiriniz.

5- Ayni devrelerde farkh R ve C dederleri i¢in ¢ikis dalgasinin bicim ve frekansini birlikte
gozlemleyerek yorumlayiniz.
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Sorular

1- Tek kararli ikili devreleri kapi veya tumlesik devre ile gerceklestirmenin avantaj ve
dezavantajlar nelerdir?

2- Her iki gerceklemeyi maliyet, calisma hizi, tasarim guclugu Uzerine karsilastirarak
sonuglari yorumlayiniz.

3- Girig ve ¢ikis darbe bicimine bagl olarak ka¢ degisik tek karali ikili tasarlanabilir?

4- Tekrar tetiklenebilen tek kararli ikilinin galismasini, uygun giris ve ¢ikis darbesini zaman
ekseninde alt alta gizerek agiklayiniz.

5- Deneyde kullanilan kararsiz ikili devrenin avantaj ve dezavantajlari nelerdir?

6- Deneyde kullanilan LS TTL ve CMOS tumlesik devreler icin R ve C eleman dederlerinin
sinirlarini deneyde buldugunuz degerlere bakarak yorumlayiniz?

Malzeme listesi:
1 adet CD4001 CMOS NOR kapisi.
1 adet 74LS123 LS TTL timlesik MMV devresi.
1 adet 74LS14 LS TTL timlesik NOT (schmitt trigger) devresi.
1 adet 74C14 CMOS timlesik NOT (schmitt trigger) devresi. (veya 40106)
deneyde kullanilan degerlerde R ve C elemanlari.
degisik degerlerde R ve C elemanlari.
e 1nF/10nF/100nF/1uF/10uF
o 330/470/680/1k/10k/22k/47k/100k/220k/330k/1M
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